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GaNトンネル接合では、従来の pコンタクトに代わって正孔注入が可能である。MOVPE

法により LED上に形成した GaNトンネル接合では上部 n層の存在により、エッチングにて

側壁を露出した後の Mg 活性化が必要である（横方向活性化）。この場合、不十分な活性化

や工数増によるコスト増が懸念される。そこで、成長中にMg活性化を行う、その場活性化

が試みられている。トンネル接合の p+-GaN成長直後の炉内アニールに続き、n+-GaNを低温

成長（～700℃）させて水素による再不活性化を抑制する手法である。しかしながら、その

素子の駆動電圧は未だ高い。[1] 今回、この n+-GaN をさらに低温成長させる検討を行った。 

Fig.1にGaNトンネル接合を有するLEDの層構造を示す。炉内でその場Mg活性化（700℃、

15分）を実施後、n+-GaNを低い温度（450～650℃）にて成長させた。SiH4供給量は良好な

表面状態を維持する最大値を用いた。その後活性化は行わずに LEDを作製した。Fig.2 に作

製した試料の駆動電圧（5kA/cm2）における n+-GaN成長温度依存性を示す。比較として、こ

れまでに我々が最適化した、その後Mg 活性化（横方向活性化）により低抵抗化させた試料

A（その場活性化はなし）と、同一ウエハでいずれの活性化もしていない試料 Bの結果も載

せた。600、650℃の試料では、試料 Bの駆動電圧とほぼ同等で、n+-GaN成長中の水素によ

る再不活性化が生じたと思われる。一方、550℃の試料は、試料 Aと Bの中間の駆動電圧値

を示した。550℃で成長することで成長中の水素による Mg の再不活性化をある程度抑制で

きた可能性が示唆される。一方で、500℃以下では駆動電圧が再び上昇することもわかった。 
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